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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月1日(2010.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子注入によりしきい値電圧を制御可能なＭＯＳトランジスタであるＴＲＵＥ側記憶トラ
ンジスタおよびＢＡＲ側記憶トランジスタと、
前記２つの記憶トランジスタのソースが共通に接続されたソース線と、
前記ＴＲＵＥ側記憶トランジスタのドレインとＴＲＵＥ側ビット線との間に接続されたＭ
ＯＳトランジスタであるＴＲＵＥ側選択トランジスタと、
前記ＢＡＲ側記憶トランジスタのドレインとＢＡＲ側ビット線との間に接続されたＭＯＳ
トランジスタであるＢＡＲ側選択トランジスタと、
前記２つの選択トランジスタのゲートに接続されたワード線とを含み、
前記ＴＲＵＥ側記憶トランジスタのドレイン電圧、前記ＢＡＲ側記憶トランジスタのドレ
インの電圧、前記ＴＲＵＥ側記憶トランジスタのゲート電圧および前記ＢＡＲ側記憶トラ
ンジスタゲート電圧に対して正の電圧を前記ソース線に印加して前記ＴＲＵＥ側記憶トラ
ンジスタおよび前記ＢＡＲ側記憶トランジスタに正電荷を注入することにより前記ＴＲＵ
Ｅ側記憶トランジスタおよび前記ＢＡＲ側記憶トランジスタに記憶書き込まれた情報を消
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去する
ことを特徴する不揮発性半導体記憶素子。
【請求項２】
前記ＴＲＵＥ側記憶トランジスタのドレインおよび前記ＢＡＲ側記憶トランジスタのドレ
インにそれぞれ電気的に接続されるセンスアンプ回路と、
前記センスアンプ回路に接続されるフリップフロップとを
さらに含むことを特徴する請求項１に記載の不揮発性半導体記憶素子。
【請求項３】
前記TＲＵＥ側記憶トランジスタの前記ゲート電圧およびＢＡＲ側記憶トランジスタの前
記ゲート電圧をそれぞれＶｃｃに設定し、
前記ワード線に印加される電圧をＶｃｃに設定し、
前記ＴＲＵＥ側ビット線および前記ＢＡＲ側ビット線にそれぞれ現れた電圧の電位差を前
記センスアンプ回路で読みだす
ことを特徴する請求項２に記載の不揮発性半導体記憶素子。
【請求項４】
前記センスアンプ回路で読みだされた前記電位差をフリップフロップに転送することを特
徴する請求項３に記載の不揮発性半導体記憶素子。
【請求項５】
前記電位差をフリップフロップに転送された後は前記TＲＵＥ側記憶トランジスタの前記
ゲート電圧およびＢＡＲ側記憶トランジスタの前記ゲート電圧をそれぞれ０Ｖにすること
を特徴する請求項４に記載の不揮発性半導体記憶素子。
【請求項６】
前記ＴＲＵＥ側記憶トランジスタの前記ゲート電圧および前記ＢＡＲ側記憶トランジスタ
の前記ゲート電圧がそれぞれ独立して制御される請求項１乃至請求項５のいずれかに記載
の不揮発性半導体記憶素子。
【請求項７】
前記ＴＲＵＥ側記憶トランジスタの前記ゲート電圧および前記ＢＡＲ側記憶トランジスタ
の前記ゲート電圧が共通に制御される請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の不揮発性
半導体記憶素子。
【請求項８】
請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の不揮発性半導体記憶素子が複数行、複数列のマ
トリクス状に配列されたメモリアレイを有する不揮発性半導体記憶装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
請求項１の発明は、ゲート近傍への電子注入によりしきい値電圧を制御可能なＭＯＳトラ
ンジスタであるＴＲＵＥ側記憶トランジスタおよびＢＡＲ側記憶トランジスタと、前記２
つの記憶トランジスタのソースに接続されたソース線と、前記ＴＲＵＥ側記憶トランジス
タのドレインとＴＲＵＥ側ビット線との間に接続されたＭＯＳトランジスタであるＴＲＵ
Ｅ側選択トランジスタと、前記ＢＡＲ側記憶トランジスタのドレインとＢＡＲ側ビット線
との間に接続されたＭＯＳトランジスタであるＢＡＲ側選択トランジスタと、前記２つの
選択トランジスタのゲートに接続されたワード線と、を含み、ＴＲＵＥ側記憶トランジス
タのドレイン電圧、ＢＡＲ側記憶トランジスタのドレインの電圧、ＴＲＵＥ側記憶トラン
ジスタのゲート電圧および前記ＢＡＲ側記憶トランジスタゲート電圧に対して正の電圧を
前記ソース線に印加してＴＲＵＥ側記憶トランジスタおよびＢＡＲ側記憶トランジスタに
正電荷を注入することによりＴＲＵＥ側記憶トランジスタおよびＢＡＲ側記憶トランジス
タに記憶書き込まれた情報を消去することを備えたことを特徴とする。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
請求項２の発明は、請求項１に記載の発明に、さらに、ＴＲＵＥ側記憶トランジスタのド
レインおよびＢＡＲ側記憶トランジスタのドレインにそれぞれ電気的に接続されるセンス
アンプ回路と、センスアンプ回路に接続されるフリップフロップとを含むことを特徴とす
る。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
請求項３の発明は、請求項２に記載の発明において、TＲＵＥ側記憶トランジスタのゲー
ト電圧およびＢＡＲ側記憶トランジスタのゲート電圧をそれぞれＶｃｃに設定し、ワード
線に印加される電圧をＶｃｃに設定し、ＴＲＵＥ側ビット線およびＢＡＲ側ビット線にそ
れぞれ現れた電圧の電位差を前記センスアンプ回路で読みだすことを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
請求項４の発明は、請求項３に記載の発明において、センスアンプ回路で読みだされた電
位差をフリップフロップに転送することを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
請求項５の発明は、請求項４に記載の発明において、電位差をフリップフロップに転送さ
れた後は前記TＲＵＥ側記憶トランジスタのゲート電圧およびＢＡＲ側記憶トランジスタ
のゲート電圧をそれぞれ０Ｖにすることを特徴とする。
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